Mémoires dynamique
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Cc=10Cs
Vdo =Vcc * (Cs/(Cc + Cs))

Etat logique '0' : 0 Volts
Etat logique '1' : Vce

L'effet de lecture dans une cellule mémoire ¢lémentaire va provoquer la décharge de la capacité Cs.
Sense differential Amplifier

Vdo: 1/((Ce/Cs)y+1)=1/10
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1. Opération de préchargement : on applique une tension %2 Vcc a la fois sur Do mais également sur
Do*. Exemple : soit Vcc =3,3 V

2. Opération de lecture : on active le transistor T.

2a. soit une cellule mémoire contenant I'état logique 'l'

Vfinal (Cs + Cc) = Vo * Cs + Vdo * Cc Vdo:1,65V
Vd:33V

[Vfinal (Cs + Cc)] =[3,3 Vx * Cc] * 1/Cc
Vfinal (Cs/Cc+ 1)=3,3 Cs/Cc + 1,65V
Vfinal * 1,1 =0,33 + 1,65V

Vfinal = 1,98 /1,1 = 1,8 Volts 'l'logique : Do*: 1,65V
Do:18V

2b. soit une cellule mémoire contenant 1'état logique '0'".

Vdo : 1,65 Volts
Vo : 0 Volt
Vfinal = 1,65/ 1,1 = 1,5 Volts

'0' logique:  Do*: 1,65V
Do: 1,5V
"1":|AV|=10,15 Volt
2':|AV|=10,15 Volt



